Pytania egzaminacyjne z przedmiotu ,,Podstawy elektrotechniki i elektroniki”

Na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na swiadectwo elektromontera (M_PP_EMR)

M_PP_EMR_

5 Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Poprawna
odpowiedz

Lp Pytanie

1. Prawo Ohma dla obwodu pradu statego ma postac: A
A. U=RxlI,
B. | =RxU,
C. R=UxI,

D. R=U?%x1I.

2. Prawo Coulomba mozna zapisa¢ wzorem: A

A F= k—Ql(SZ :
.
B.F:kg;

F:r2Q1Q2'
. F=k<.
d

0

3. Pojemnos$¢ kondensatora oblicza sie ze wzoru: D
C=I*R
C=ull
C=Q/l
C=Q/U

ooy




Pojemnos$¢ zastepczg Cz dla dwdch kondensatoréw o pojemnosciach C1 i C2 potgczonych réwnolegle mozna
obliczy¢ na podstawie wzoru

A. Cz=1/Cl+l/C2,

B. 1/Cz=1/Ci+1/C2,

C. Cz=C1+C2,

D. Cz=(C1+C2)/C1*C2

Jednostkg impedanc;ji jest:
A. siemens [S],

B. henr [H],
C. ohm [Q],
A. farad [F].

Jednostka reaktancji indukcyjnej jest:
A. siemens [S],

B. henr [H],
C. ohm [Q],
D. farad [F].

| Prawo Kirchhoffa dla obwodéw pradu statego brzmi nastepujgco:

A. W zamknietym obwodzie suma spadkéw napie¢ na impedancjach réwna jest sumie sit
elektromotorycznych wystepujgcych w tym obwodzie,

B. W zamknietym obwodzie suma spadkéw napie¢ na oporach rowna jest sumie sit elektromotorycznych
wystepujacych w tym obwodzie,

C. Suma algebraiczna pradéw w wezle réwna sie zeru,

D. Réznica potencjatéw U pomiedzy dwoma koncami przewodnika jest proporcjonalna do natezenia i pradu
ptyngcego przez przewodnik.

Il Prawo Kirchhoffa dla obwoddw pradu statego brzmi nastepujgco:
A. W zamknietym obwodzie suma spadkéw napie¢ na impedancjach réwna jest sumie sit
elektromotorycznych wystepujgcych w tym obwodzie,
B. Suma algebraiczna napie¢ odbiornikowych w oczku jest réwna sumie algebraicznej napie¢ zrédiowych,
C. Suma natezen prgdoéw wptywajacych do wezta jest réwna sumie natezen prgdéw wyptywajgcych z wezta,
D. Réznica potencjatéw U pomiedzy dwoma koncami przewodnika jest proporcjonalne do natezenia i pragdu
ptyngcego przez przewodnik.

Wskazanie woltomierza wigczonego do sieci o napieciu sinusoidalnym wynosi 230 V. Wartos¢ maksymalna
napiecia w przyblizeniu réwna jest:

A. 440V
B. 380V
C. 325V
D. 311V




10.

Jednostkg mocy czynnej jest:
A. VA,
B. WAT,
C. VAR.
D. kOhm.

11.

Jednostka mocy biernej jest:
A. VA,
B. WAT,
C. VAR,
D. kOhm.

12.

Pulsacje [ opisuje zaleznosé¢:
A2TT
B.21f
C.fm/2

D. +/2f

13.

Reaktancja pojemnosciowa dana jest zaleznoscia:
Xc= 1 )
wC
B. X.=wC,
C. Z. =R +Xc

D. Z.=Xc-

14.

Reaktancja indukcyjna dana jest zalezno$cia:
A X =uwl,

1

wL

C. Z =R +X,,

D. Z =X,.

B. X, =

15.

Dla obwodu pradu sinusoidalnie zmiennego, w ktérym odbiornikiem jest rzeczywista cewka indukcyjna, prawdziwa

jest zalezno$¢ na wyznaczenie impedanciji:
A. ZL=RL- XL,
B. ZL=RL + XL,

C. ZL:Rf+Xf’

D Z=yRI+X




16. | Moc pozorna okreslona jest zaleznoscia:
A S=\P+Q,
B. s=./P2+Q?,
C. S=P+Q,
D. S=P-Q.
17. | Moc czynna w obwodzie jednofazowym obcigzonym odbiornikiem o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym
okreslona jest zaleznoscia:
A. U-l-tg¢,
B. U:l'sing,
C. U:-l-cosd,
D. U-L
18. | Przesunigciem fazowym miedzy napigciem a pragdem na danym odbiorniku nazywamy:
A. roznice faz poczgtkowych napiecia i pradu.
B. réznice faz poczatkowych napie¢ w obwodzie.
C. Iiloraz faz poczgtkowych napiecia i pradu.
D. iloczyn faz poczatkowych napiecia i prgdu.
19. | Dla odbiornika rezystancyjnego w obwodzie prgdu sinusoidalnie zmiennego kat przesuniecia fazowego miedzy
prgdem a napieciem réwny jest:
A, 180°,
B. 90°
C. 0°
D. -90°
20. | Dla odbiornika z idealng indukcyjnoscig w obwodzie pradu sinusoidalnie zmiennego kat przesuniecia fazowego
miedzy pradem a napigciem réwny jest:
A. 180° (przebieg napiecia ,wyprzedza” prad),
B. -180° (napiecie ,jest opoznione” wzgledem pradu),
C. 90° (przebieg napigcia ,wyprzedza” prad),
D. -90° (napigcie ,jest opdznione” wzgledem pradu).
21. | Mata wartos¢ coso zalezy od:

A. wigczenia duzych elementoéw grzewczych,
B. duzego poboru mocy czynnej,

C. duzego poboru mocy biernej,

D. sprawnosci generatora




22.

Moc czynna pobierana przez odbiornik tréjfazowy symetryczny przy danych wielkosciach przewodowych dana jest
zaleznoscia:

A. P=+3U],

B. P=3UIcos ¢,

C. P=+3U+3lcos ¢,

D. P=+3UIcos ¢.

23.

Moc bierna pobierana przez odbiornik tréjfazowy symetryczny przy danych wielkosciach fazowych dana jest
zaleznoscia:

A. Q=+3U;ksin g,

B. Q = 3Uf If )

C. Q=3U;3lssin g,

D. Q=3U;l;sin .

24.

Moc pozorna pobierana przez odbiornik tréjfazowy symetryczny przy danych wielkosciach przewodowych dana
jest zaleznoscia:

A. S=4+3U]I,

B. S=3UIlcos o,

C. S=+/3U+3lcos g,

D. S=+3UIcos @.

25.

Ktoére z rownan przedstawia prawdziwg zaleznos¢ miedzy wartoscig maksymalng i skuteczng dla przebiegu
napiecia sinusoidalnie zmiennego?

A. Um=0,707 U

B. U=Um/¥2

C. U=¥2 Um

D. U=+3Um

26.

Dla czestotliwosci sieci f = 50 Hz, okres wynosi:
A. 5ms
B. 10 ms
C. 20ms
D. 30 ms

27.

lle woltow wynosi wartos¢ srednia cato-okresowa przebiegu napiecia sinusoidalnie zmiennego:
2T

314

0

230

ooy




28.

W ukfadzie tréjfazowym, symetrycznym wszystkie napiecia majg takg samg warto$¢ skuteczna, a kat przesuniecia

miedzy napieciami poszczegdlnych faz wynosi:
A. 30°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

29.

Zgodnie z IEC symbol

przedstawia:

transformator dwuuzwojeniowy
transformator tréjuzwojeniowy
dtawik

. przekfadnik prgdowy

cowp

30.

Jak nalezy wigczy¢ w obwdd woltomierz?
A. réwnolegle,
B. szeregowo,
C. mieszanie,
D. za pos$rednictwem bocznika.

31.

Jak nalezy wigczy¢ w obwdd amperomierz?
A. szeregowo,
B. mieszanie,
C. réwnolegle,
D. za posrednictwem posobnika.

32.

Rozszerzanie zakresu amperomierzy pradu statego realizuje sie za pomocg

A. posobnika

B. przekfadnika pragdowego
C. bocznika

D.

wzmacniacza pragdu statego




33. | Wartos¢ rezystanciji izolacji obwodow elektrycznych dla napieé¢ 125 do 500V powinna by¢ wieksza niz:
A. 0,5 Mohm,
B. 1 Mohm,
C. 2 Mohm,
D. 3 Mohm.
34. | Wartos¢ rezystanciji izolacji maszyn elektrycznych mierzona na gorgco powinna by¢ wieksza niz:
A. 1 Mohm
B. 2 Mohm
C. 3 Mohm
D. 4 Mohm
35. | Co mierzymy induktorem korbowym?
A. czestotliwosé,
B. stan izolacji,
C. napiecie,
D. natezenie.
36. | Metoda techniczna pomiaru rezystancji wymaga uzycia wykorzystuje nastepujgcych przyrzgdow:
A. amperomierza i omomierza,
B. dwdch woltomierzy,
C. dwdch amperomierzy,
D. woltomierza i amperomierza.
37. | Dla klasy izolacji F (klasy cieptoodpornosci) dopuszczalna temperatura pracy ciggtej to:
A. 120 °C,
B. 130 °C,
C. 155°C,
D. 180 °C.
38. | Szyny i potgczenia nieizolowane, nalezgce do réznych faz, nalezy oznaczy¢ nastepujgcymi barwami:
A. zoita dla 1 fazy, czerwona dla 2 fazy, zielona dla 3 fazy,
B. czerwona dla 1 fazy, zielona dla 2 fazy, czarna dla 3 fazy,
C. zofta dla 1 fazy, zielona dla 2 fazy, fioletowa dla 3 fazy,
D. czarnadla 1 fazy, zielona dla 2 fazy, czerwona dla 3 fazy.
39.

Ztgczowa dioda prostownicza zbudowana jest na bazie:
ztacza typu p —n,

ztgcza typu m — s,

ztgcza typup—n — p,

selenu.

oow»




40. | Spadek napiecia (napiecie progowe) na diodzie krzemowej w kierunku przewodzenia wynosi w przyblizeniu:
A. 33V
B. 0,1V
C. 06V
D. OV
41 Zasadniczg czescig z jakich zbudowane sg prostowniki niesterowane sa:
A. tranzystor IGBT,
B. tyrystor SCR,
C. diody Zenera,
D. diody.
42. Gléwnym parametrem diody Zenera jest:
A. spadek napiecia w kierunku przewodzenia,
B. napiecie przebicia (stabilizacji) ztgcza p —n,
C. prad bazy,
D. dopuszczalny prad wsteczny.
43. | Koncowki diody to:
A. bazaikatoda,
B. bramka i katoda,
C. dren, zrédto i bramka,
D. katoda ianoda.
44. | Element potprzewodnikowy p-n pokazany na rysunku wejdzie w stan przewodzenia, gdy zostanie:

A. zmieniona polaryzacja odbiornika,
B. zmieniona polaryzacja zrodfa napiecia,
C. zwiekszone napiecie zrédta do 10 V,
D. doprowadzony sygnat do bramki.
D
5V +_I_ e RF
et




45. | W uktadzie pokazanym na rysunku przebieg pradu odbiornika jest:
A. wyprostowany dwupotéwkowo,
B. wyprostowany jednopotéwkowo,
C. wyprostowany i odfiltrowany ,
D. sinusoidalnie zmienny.
v
46. Diode Zenera o napieciu przebicia 5,6 V podtgczono w uktadzie stabilizatora parametrycznego do napiecia
statego o wartosci 9 V. Napiecie na odbiorniku nie przekroczy wartosci
A 9V
B. 0,6V
C. 56V
D. 33V
47. | Tranzystor MOSFET charakteryzuje sie tym ze :
A. maty prad ptyngcy pomiedzy dwiema elektrodami steruje pragdem w kanale
B. maly prad ptyngcy pomiedzy dwiema elektrodami steruje wiekszym pragdem w kanale
C. mate napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje napigciem zrddfa i drenu
D. mate napiecie pomiedzy dwiema elektrodami steruje prgdem w kanale
48. | W diodach elektroluminescencyjnych LED wykorzystane jest zjawisko:
A. fotoelektryczne wewnetrzne,
B. Zenera,
C. rekombinacji promienistej,
D. fotowoltaiczne.
49. | Podtagczenie diody LED do zrédta napiecia statego o wartosci 12 V wymaga:
A. szeregowego podtgczenia dodatkowej rezystanciji,
B. réwnolegtego podtgczenia dodatkowej rezystancii,
C. szeregowego poditgczenia cewki o matej rezystanciji,
D. mozna podigczy¢ bezposrednio.
50. | Transoptor to element optoelektroniczny najczesciej wykorzystywany do:

A. formowania sygnatéw sprzezen zwrotnych w potencjometrach pojemnosciowych,
B. stabilizacji punktu pracy wzmacniaczy operacyjnych,

C. galwanicznej separacji obwodow sterujgcych od elementéw wykonawczych,

D. tlumienia przepie¢ w obwodach elektronicznych.




